












































































专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法，采用三掩模工艺

公开(公告)号 US7859639 公开(公告)日 2010-12-28

申请号 US11/311553 申请日 2005-12-20

[标]申请(专利权)人(译) AHN BYUNGÇ
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当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 AHN BYUNG CHUL

发明人 AHN, BYUNG CHUL

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1343 H01L21/00

CPC分类号 G02F1/134363 G02F2001/136231 G02F2001/13629

优先权 1020040112578 2004-12-24 KR

其他公开文献 US20060139548A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

LCD装置包括基板上的栅极线和与栅极线交叉以限定像素区域的数据线;
薄膜晶体管的源极和漏极;与栅极线平行的公共线;从公共线延伸的公共电
极和从漏电极延伸的像素电极，其中栅极线和公共线具有至少具有双导
电层的第一导电层组，并且公共电极至少通过延伸形成公共线的一个透
明导电层;栅极线，源极和漏极具有至少具有双导电层的第二导电层组，
像素电极由漏极的至少一个透明导电层的延伸部分形成。
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